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ある。Si や GaAs などの半導体は






GaN 系半導体は 1993 年に初めて
青色 LED（pn 接合型）が商品化さ
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2  GaN 系半導体におけるヘテロエピタキシャル技術の限界と
        
バルク結晶の必要性
図表 1　各種半導体材料の物性値と GaN 系半導体の特徴
　（独）科学技術振興機構が作成した
「電子情報通信分野 科学技術・研








































































で 210 ～ 550nm、LD で 342 ～
488nm の波長域がそれぞれ実現さ
れている。市販されているもので
は、LED で 365 ～ 520nm、LD
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基 板 上 で、 有 機 金 属 気 相 成 長
（MOVPE: Metal Organic Vapor 
Phase Epitaxy）法により、1000℃
以上の温度で数 μm 膜厚の GaN
系薄膜を成長させたものである（図















させることができた 7)（図表 4 の
タイプ B）。その後、このタイプ






きた 8、9)（図表 4 のタイプ C）。こ
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板剥離方法に特徴があり、サファ
イア基板上に GaN 薄膜を MOVPE
法により結晶成長させ、その上に
チタン（Ti）薄膜を蒸着した後にさ
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サイズの液晶 TV やプラズマ TV
に比較してエネルギー消費は 1/2











タイプ A で横型デバイス注 6）であ


































50 インチ以上の大画面 TV は 2012 年にはプラズマ約 1,260 万台、液晶約 2,040 万台との試算があ
る 14)。50 ～ 55 インチクラスのプラズマ TV や液晶 TV の消費電力は 500W 前後（パナソニック社
TH-50PZ800：585W、ソニー社 KDL-55XR1：480W）であり、平均的な TV 視聴時間を 1 日当たり 4 時
間 15) とすると、50 インチ以上の TV の年間総消費電力量は 251 億 kWh となる。これがレーザ TV の
ような 200W の低消費電力の TV に置き換えられた場合には、年間 154 億 kWh の省エネルギーとなる。
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属と Ga からなる 800℃前後の混合
融液に数 10 気圧の窒素を溶解させ
て GaN 結晶を成長させる方法であ








































































































































































































(a) ࠛࡇࡃ࡞ࠢᣇᑼ㧦ᄢ㒋ᄢቇ᫪⎇ⓥቶឭଏ (b) ࡃ࡞ࠢᣇᑼ㧦㧔ᩣ㧕࡝ࠦ࡯ឭଏ
図表 7　GaN 結晶の写真（Naフラックス法）
出典：(a) 大阪大学森研究室、(b)（株）リコー



































































































のタイプ C の GaN 結晶を基板と














(3) 高効率 UV 発光素子用半導
体開発










φ 2 インチの VPE 法で成長した
GaN 基板（タイプ C）であり、そ
の基板上に Na フラックス法によ
















































(5) 米国のMURI（Multi University 
Research Initiative）プロジェ
クト
　2001 ～ 2003 年にノースカロラ
イナ大学が中心となり、“Growth 











　UCSB にある Solid State Lighting 
and Display Center（SSLDC）におい
て、安熱法により 82 日間で 5mm
サイズの結晶が得られた 24)。前述
の (2) や (3) と同様に、タイプ C
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　「 真 の バ ル ク GaN 単 結 晶 」の















































































(a) ࠛࡇࡃ࡞ࠢᣇᑼ㧦ᄢ㒋ᄢቇ᫪⎇ⓥቶឭଏ (b) ࡃ࡞ࠢᣇᑼ㧦㧔ᩣ㧕࡝ࠦ࡯ឭଏ
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